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요약

본 발명은 개구율 저하없이 좌우로 인접한 비대칭한 화소전극들의 개구율을 동일화할 수 있는 액정표시패널에 관한 

것이다.

본 발명에 따른 액정표시패널은 굴곡진 신호라인과, 상기 신호라인들과 인접하여 그 신호라인을 따라 굴곡지게 형성

되어 서로 다른 개구면적을 보상하는 제1 및 제2 화소전극을 구비하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정표시패널을 나타내는 평면도이다.

도 2는 종래 데이터라인 수를 줄인 액정표시패널을 나타내는 평면도이다.

도 3은 종래 데이터라인 수를 줄인 다른 액정표시패널을 나타내는 평면도이다.

도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 액정표시패널을 나타내는 평면도이다.

도 5는 도 4에 도시된 데이터라인의 꺽음부의 다른 형태를 나타내는 평면도이다.

도 6은 도 4 및 도 5에서 선'Ⅰ-Ⅰ''를 따라 절취한 액정표시패널을 나타내는 단면도이다.
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도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널을 나타내는 평면도이다.

도 8은 도 7에 도시된 데이터라인의 꺽음부의 다른 형태를 나타내는 평면도이다.

도 9는 도 7 및 도 8에서 선'Ⅱ-Ⅱ', 'Ⅲ-Ⅲ'를 따라 절취한 액정표시패널을 나타내는 단면도이다.

도 10은 본 발명의 제1 및 제2 실시 예에 따른 액정표시패널의 게이트라인에 공급되는 게이트신호를 나타내는 파형

도이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

2,14,24,44,54 : 화소전극 6,16,26,36,46,56,66 : 게이트전극

8,18,28,38,48,58,68 : 소스전극 10,20,30,40,50,60 : 드레인전극

22,32,52,62 : 접촉홀 72 : 게이트절연막

74 : 활성층 76 : 오믹접촉층

78 : 보호막

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시패널에 관한 것으로 특히, 개구율 저하없이 좌우로 인접한 비대칭한 화소전극들의 개구율을 동일

화할 수 있는 액정표시패널에 관한 것이다.

액정표시소자는 전계를 이용하여 액정의 광 투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이를 위하여, 액정표시소

자는 화소 매트릭스를 가지는 액정표시패널과 액정표시패널을 구동하기 위한 구동회로를 구비한다. 구동회로는 화상

정보가 표시패널에 표시되도록 화소 매트릭스를 구동하게 된다.

도 1은 종래의 액정표시패널의 박막트랜지스터어레이기판을 나타내는 도면이 다.

도 1을 참조하면, 종래의 액정표시패널의 박막트랜지스터어레이기판은 하부기판(1) 상에 위치하는 게이트라인들(GL

)과 데이터라인들(DL)의 교차부에 각각 형성된 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor ; 이하 'TFT'라 함)(T)와, TF

T(T)에 접속되고 매트릭스 형태로 배열되어진 화소전극(2)을 구비한다.

화소전극(2)은 TFT(T)의 소스 및 드레인 전극(8,10)을 경유하여 데이터라인들(DL1, DL2, …) 중 어느 하나에 접속

되게 된다. TFT(T)의 게이트전극(6)은 화소전압신호가 1라인분씩의 화소전극들(2)에게 인가되게끔 하는 게이트라인

들(GL1, GL2, …) 중 어느 하나에 접속되게 된다. TFT(T)는 게이트라인(GL1, GL2, …)에 공급되는 게이트하이전압(

Vgh)에 응답하여 데이터라인(DL1, DL2,…)에 공급되는 화소전압이 해당 화소전극(2)에 충전되게 한다. 액정셀들은 

해당 화소전극(2)에 공급되는 화소전압에 따라 화소전극(2)과 공통전극(도시하지 않음) 사이의 액정에 인가되는 전계

에 의해 그 액정이 구동되어 광투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다.

이와 같은 종래의 액정표시장치의 액정셀들을 구동하기 위하여 m개의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)을 필요로한다. 

따라서, 종래에는 액정패널을 구동하기 위하여 다수의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)이 형성되고, 이에 따라 공정시

간 및 제조비용이 낭비되는 단점이 있다. 또한, m개의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)을 각각을 구동하기 위하여 많은

수의 데이터 드라이버 집적회로(Integrated Circuit : 이하 'IC'라 함)가 포함되어야 하므로 많은 제조비용이 소모되어

야 하는 문제점이 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 m(m은 양의 정수)개의 데이터라인들을 m/2개로

줄인 액정표시패널이 제안되었다.
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도 2를 참조하면, 종래 다른 실시 예에 따른 액정표시패널은 제k(k는 양의 정수) 및 제k+1 번째 게이트라인들(GLk,G

Lk+1)과 제i 번째 데이터라인(DLi)의 교차부에 형성되는 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)와, 제1 내지 제3 TFT(T1 

내지 T3) 중 적어도 어느 하나와 접속되는 제1 및 제2 화소전극(14,24)과, 제1 및 제2 화소전극(14,24)과 스토리지라

인(SL)의 중첩부분에 위치하는 스토리지캐패시터(SC)를 구비한다.

제1 TFT(T1)는 제k 번째 게이트라인(GLk)과 접속되는 게이트전극(16)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되는 소

스전극(18)과, 제2 TFT(T2)의 소스전극(28)과 접속되는 드레인전극(20)을 구비한다.

제2 TFT(T2)는 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)과 접속되는 게이트전극(26)과, 제1 TFT(T1)의 드레인전극(20)과

접속되는 소스전극(28)과, 제1 접촉홀(22)을 통해 제1 화소전극(14)과 접속되는 드레인전극(30)을 구비한다.

제3 TFT(T3)는 제k 번째 게이트라인(GLk)과 접속되는 게이트전극(36)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되는 소

스전극(38)과, 제2 접촉홀(32)을 통해 제2 화소전극(24)과 접속되는 드레인전극(40)을 구비한다.

제1 및 제2 화소전극(14,24)은 제i 번째 데이터라인(DLi)과 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)에 의해 분

할된 셀영역에 위치하며 광투과율이 높은 투명전도성물질로 이루어진다.

스토리지캐패시터(SC)는 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)과 접속된 액정셀에 충전된 화소전압을 유지

하기 위해 화소전극(14,24)과 적어도 한 층의 절연막을 사이에 두고 제1 및 제2 화소전극(14,24)을 게이트라인(GL)

과 동일방향으로 가로질러 형성되는 스토리지라인(SL)에 의해 형성된다.

도 3를 참조하면, 종래 또 다른 실시 예에 따른 액정표시패널은 제k(k는 양의 정수) 및 제k+1 번째 게이트라인들(GL

k,GLk+1)과 제i 번째 데이터라인(DLi)의 교차부에 형성되는 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)와, 제1 내지 제3 TFT(

T1 내지 T3) 중 적어도 어느 하나와 접속되는 제1 및 제2 화소전극(14,24)과, 제1 및 제2 화소전극(14,24)과 이전단

게이트라인과의 중첩부분에 위치하는 스토리지캐패시터(SC)를 구비한다.

제1 TFT(T1)는 제k 번째 게이트라인(GLk)에 포함되는 게이트전극(16)과, 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)과 제4 

접촉홀(22d)을 통해 접속되는 소스전극(20)과, 제2 TFT(T2)의 게이트전극(26)과 제1 접촉홀(22a)을 통해 접속되는

드레인전극(18)을 구비한다.

제2 TFT(T2)는 제1 TFT(T1)의 드레인전극(18)과 접속되는 게이트전극(26)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되

는 소스전극(28)과, 제2 접촉홀(22b)을 통해 제1 화소전극(14)과 접속되는 드레인전극(30)을 구비한다.

제3 TFT(T3)는 제k 번째 게이트라인(GLk)과 접속되는 게이트전극(36)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되는 소

스전극(38)과, 제3 접촉홀(22c)을 통해 제2 화소전극(24)과 접속되는 드레인전극(40)을 구비한다.

제1 및 제2 화소전극(14,24)은 제i 번째 데이터라인(DLi)과 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)에 의해 분

할된 셀영역에 위치하며 광투과율이 높은 투명전도성물질로 이루어진다.

스토리지캐패시터(SC)는 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)과 접속된 액정셀에 충전된 화소전압을 유지

하기 위해 화소전극(14,24)과 적어도 한 층의 절연막을 사이에 두고 중첩되게 형성되는 이전단 게이트라인으로 이루

어진다.

이러한 종래 데이터 드라이브 IC를 절감하기 위한 도 2 및 도 3에 도시된 액정표시패널은 데이터라인(DLi)을 기준으

로 볼 때 좌우 인접한 제1 및 제2 화소전극(14,24)이 비대칭적으로 형성된다. 즉, 제1 화소전극(14)에 비디오신호를 

공급하기 위해서는 제1 및 제2 TFT(T1,T2)가 필요한 반면에 제2 화소전극(24)에 비디오신호를 공급하기 위해서는 

제3 TFT(T3)가 필요하므로 상대적으로 제1 화소전극(14)의 개구율이 낮다. 이와 같이, 제1 및 제2 화소전극(14,24)

이 비대칭적으로 형성된 액정표시패널의 개구율을 동일하게 하기 위해서 제1 및 제2 화소전극(14,24)을 사각형으로 

유지하면서 데이터라인(DLi)을 좌우로 이동하여 조정하게 된다. 이 때, 데이터라인(DLi)을 기준으로 좌우로 움직이는

제1 및 제2 화소전극(14,24)의 폭이 달라지는 문제점이 있다.

한편, 좌우로 인접한 제1 및 제2 화소전극(14,24)의 개구율을 동일하게 하기 위해 상대적으로 개구율이 낮은 제1 화

소전극(14)을 기준으로 상대적으로 개구율이 높은 제2 화소전극(24)의 일부를 블랙매트릭스로 가려 개구율을 맞추게

된다. 이와 같이 상대적으로 개구율이 낮은 제1 화소전극(14)을 기준으로 개구율을 맞추므 로 전체적으로 개구율이 

저하되어 비효율적인 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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따라서, 본 발명의 목적은 개구율 저하없이 좌우로 인접한 비대칭한 화소전극들의 개구율을 동일화할 수 있는 액정표

시패널을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 액정표시패널은 굴곡진 신호라인과, 상기 신호라인들과 인접하여 그 신호라

인을 따라 굴곡지게 형성되어 서로 다른 개구면적을 보상하는 제1 및 제2 화소전극을 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 신호라인은 상기 제1 및 제2 화소전극에 비디오신호를 공급하기 위한 데이터라인인 것을 특징으로 한다.

상기 제1 화소전극은 상기 데이터라인을 기준으로 일측에 형성되며, 상기 제2 화소전극은 상기 데이터라인을 기준으

로 다른 일측에 형성되는 것을 특징으로 한다.

상기 액정표시패널은 상기 데이터라인들과 교차되는 방향으로 형성되는 게이트라인들과, 상기 데이터라인으로 공급

되는 비디오신호를 상기 제1 화소전극으로 공급하기 위한 제1 스위칭부와, 상기 데이터라인으로 공급되는 비디오신

호를 상기 제2 화소전극으로 공급하기 위한 제2 스위칭부를 추가로 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 제1 스위칭부는 제k(k는 자연수) 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인에 접속되는 소스

전극을 갖는 제1 박막트랜지스터와, 제k+1 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 제1 박막트랜지스터의 

드레인전극과 접속되는 소스전극과, 상기 제1 화소전극과 접속되는 드레인전극을 갖는 제2 박막트랜스터를 구비하는

것을 특징으로 한다.

상기 제2 스위칭부는 상기 제k 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인에 접속되는 소스전극과, 

상기 제2 화소전극과 접속되는 드레인전극을 갖는 제3 박막트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 액정표시패널은 상기 제1 및 제2 화소전극과, 그 제1 및 제2 화소전극과 적어도 한 층의 절연막을 사이에 두고 

상기 제1 및 제2 화소전극을 가로질러 형성되는 스토리지라인을 포함하는 스토리지캐패시터를 추가로 구비하는 것을

특징으로 한다.

상기 제1 스위칭부는 제k(k는 자연수) 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 제k+1 번째 게이트라인과 접

속되는 소스전극과, 소스전극과 채널을 사이에 두고 마주보는 드레인전극을 갖는 제1 박막트랜지스터와, 상기 제1 박

막트랜지스터의 드레인전극과 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인과 접속되는 소스전극과, 상기 제1 화소전극

과 접속되는 드레인전극을 갖는 제2 박막트랜스터를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 제2 스위칭부는 상기 제k 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인에 접속되는 소스전극과, 

상기 제2 화소전극과 접속되는 드레인전 극을 갖는 제3 박막트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 액정표시패널은 상기 게이트라인과, 그 게이트라인과 중첩되게 위치하는 제1 및 제2 화소전극을 포함하는 스토

리지캐패시터를 추가로 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 굴곡진 신호라인은 적어도 하나의 굴곡부를 갖는 것을 특징으로 한다.

상기 제1 화소전극은 상기 굴곡진 신호라인을 따라 볼록한 형상으로 형성되며, 상기 제2 화소전극은 상기 굴곡진 신

호라인을 따라 오목한 형상으로 형성되는 것을 특징으로 한다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나

게 될 것이다.

이하, 도 4 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다.

도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 액정표시패널을 나타내는 도면이다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 액정표시패널은 제k(k는 양의 정수) 및 제k+1 번째 게이트라인들(G

Lk,GLk+1)과 제i 번째 데이터라인(DLi)의 교차부에 형성되는 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)와, 제1 내지 제3 TF

T(T1 내지 T3) 중 적어도 어느 하나와 접속되는 제1 및 제2 화소전극(44,54)과, 제1 및 제2 화소전극(44,54)과 스토

리지라인(SL)의 중첩부분에 위치하는 스토리지캐패시터(SC)를 구비한다.
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제1 TFT(T1)는 제k 번째 게이트라인(GLk)과 접속되는 게이트전극(46)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되는 소

스전극(48)과, 제2 TFT(T2)의 소스전극(58)과 접속되는 드레인전극(50)을 구비한다.

제2 TFT(T2)는 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)과 접속되는 게이트전극(56)과, 제1 TFT(T1)의 드레인전극(50)과

접속되는 소스전극(58)과, 제1 접촉홀(52)을 통해 제1 화소전극(44)과 접속되는 드레인전극(60)을 구비한다.

제3 TFT(T3)는 제k 번째 게이트라인(GLk)과 접속되는 게이트전극(66)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되는 소

스전극(68)과, 제2 접촉홀(62)을 통해 제2 화소전극(54)과 접속되는 드레인전극(70)을 구비한다.

이러한 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)는 도 6에 도시된 바와 같이 게이트전극(46,56,66)에 공급되는 게이트신호에

의해 소스전극(48,58,68)과 드레인전극(50,60,70)간에 도통채널을 형성하기 위한 반도체층들(74,76)을 더 구비한다.

이러한 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)는 제k 및 제k+1 게이트라인(GLk,GLk+1)으로부터의 게이트신호에 응답하

여 제i 번째 데이터라인(DLi)으로부터의 데이터신호를 선택적으로 화소전극(44,54)에 공급한다.

화소전극(44,54)은 제i 번째 데이터라인(DLi)과 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)에 의해 분할된 셀 영역

에 위치하며 광투과율이 높은 투명전도성물질로 이루어진다. 화소전극(44,54)은 하부기판(51) 전면에 도포되는 보호

층(78) 상에 형성되며, 보호층(78)을 관통하는 제1 및 제2 접촉홀(52,62)을 통해 드레인전극(60,70)과 전기적으로 접

속된다. 이러한 제1 및 제2 화소전극(44,54)은 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)를 경유하여 공급되는 데이터신호에 

의해 상부기판( 도시하지 않음)에 형성되는 공통 투명전극(도시하지 않음)과 전위차를 발생시키게 된다. 이 전위차에 

의해 하부기판(51)과 상부기판(도시하지 않음) 사이에 위치하는 액정은 유전율이방성에 기인하여 회전하게 된다. 이

렇게 회전되는 액정에 의해 광원으로부터 화소전극(44,54)을 경유하여 입사되는 광을 상부기판쪽으로 투과시키게 된

다.

스토리지캐패시터(SC)는 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)과 접속된 액정셀에 충전된 화소전압의 변동

을 억제하는 역할을 하게 된다. 이러한 스토리지캐패시터(SC)는 제1 및 제2 화소전극(44,54)과 적어도 한 층의 절연

막을 사이에 두과 화소전극(44,54)을 게이트라인(GL)과 동일방향으로 가로질러 형성되는 스토리지라인(SL)에 의해 

형성된다.

본 발명의 제1 실시 예에 따른 액정표시패널의 데이터라인(DLi)에는 적어도 하나의 꺽음부(90)가 형성된다. 꺽음부(

90)는 도 4에 도시된 바와 같이 사선형태로 꺽여 형성되거나 도 5에 도시된 바와 같이 U자형태로 꺽여 형성된다. 이

러한 꺽음부(90)는 데이터라인(DLi)을 기준으로 좌우로 위치하는 제1 및 제2 화소전극(44,54)의 개구율을 맞추기 위

해 형성된다. 이를 상세히 설명하면, 제1 화소전극(44)은 데이터라인(DLi)의 꺽음부(90)를 향해 볼록부(92)를 갖으며

, 제2 화소전극(54)은 데이터라인(DLi)의 꺽음부(90)를 향해 오목부(94)를 갖도록 형성된다. 이러한 꺽음부(90)에 의

해 상대적으로 개구율이 낮은 제1 화소전극(44)의 면적이 종래보다 상대적으로 늘어나 개구율이 높아진 반면에 상대

적으로 개구율이 높은 제2 화소전극(54)의 면적이 종래보다 상대적으로 줄어들어 개구율이 낮아진다. 이에 따라, 꺽

음부(90)를 갖는 데이터라인(DLi)을 기준으로 좌우에 위치하는 제1 및 제2 화소전극(44,54)의 개구율이 동일해진다.

이러한 액정표시패널은 도 10에 도시된 바와 같이 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 제1 게이트신호(SP1)를 공급

함과 아울러 제k 번째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호(SP2)를 공급한다. 여기서, 제2 게이트신호(SP2)의 폭이 

제1 게이트신호(SP1)의 폭 보다 넓게 설정되기 때문에 제1 기간(TA1)동안 제1 게이트신호(SP1) 및 제2 게이트신호(

SP2)가 동시에 인가되고, 제1 기간(TA)에 이은 제2 기간(TB)동안 제 2게이트신호(SP2) 만이 인가된다.

제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 제1 게이트신호(SP1)가 인가되고, 제k 번째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호

(SP2)가 인가되는 제1 기간(TA1)동안 제1 및 제2 TFT(T1,T2)가 턴온되어 제1 비디오신호는 제1 화소전극(44)에 

공급된다.

이를 상세히 설명하면, 제k 번째 게이트라인(GLk)에 공급되는 제2 게이트신호(SP2)에 의해 제1 TFT(T1)는 턴온되

어 제1 비디오신호는 제2 TFT(T2)의 소스전극(58)에 공급된다. 이 때, 제k+1번째 게이트라인(GLk+1)에 공급되는 

제1 게이트신호(SP1)에 의해 제2 TFT(T2)가 턴온되기 때문에 제2 TFT(T2)의 소스전극(58)으로 공급된 제1 비디

오신호(DA)는 제2 TFT(T2)의 드레인전극(60)을 통해 제1 화소전극(44)에 공급된다. 즉, 제1 화소전극(44)은 제k 번

째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호(SP2)가 공급되고 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 제1 게이트신호(SP1)가

공급될 때 제1 비디오신호(DA)를 공급받게 된다.

이어서, 제k 번째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호(SP2)만이 공급되는 제2 기간(TA2)에는 제3 TFT(T3)가 턴온

된다. 제3 TFT(T3)가 턴온되어 제2 기간(TA2)동안 데이터라인(DLi)으로부터 공급된 제2 비디오신호(DB)는 제2 화

소전극(54)에 공급된다.

도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널을 나타내는 평면도이다.
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도 7을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널은 제k(k는 양의 정수) 및 제k+1 번째 게이트라인들(G

Lk,GLk+1)과 제i 번째 데이터라인(DLi)의 교차부에 형성되는 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)와, 제1 내지 제3 TF

T(T1 내지 T3) 중 적어도 어느 하나와 접속되는 제1 및 제2 화소전극(44,54)과, 제1 및 제2 화소전극(44,54)과 이전

단 게이트라인과의 중첩부분에 위치하는 스토리지캐패시터(SC)를 구비한다.

제1 TFT(T1)는 제k 번째 게이트라인(GLk)에 포함되는 게이트전극(46)과, 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)과 제4 

접촉홀(52d)을 통해 접속되는 소스전극(50)과, 제2 TFT(T2)의 게이트전극(56)과 제1 접촉홀(52a)을 통해 접속되는

드레인전극(48)을 구비한다.

제2 TFT(T2)는 제1 TFT(T1)의 드레인전극(48)과 접속되는 게이트전극(46)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되

는 소스전극(58)과, 제2 접촉홀(52b)을 통해 제1 화소전극(44)과 접속되는 드레인전극(60)을 구비한다.

제3 TFT(T3)는 제k 번째 게이트라인(GLk)과 접속되는 게이트전극(66)과, 제i 번째 데이터라인(DLi)과 접속되는 소

스전극(68)과, 제3 접촉홀(52c)을 통해 제2 화소전극(54)과 접속되는 드레인전극(70)을 구비한다.

이러한 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)는 도 9에 도시된 바와 같이 게이트전극(46,56,66)에 공급되는 게이트신호에

의해 소스전극(48,58,68)과 드레인전극(50,60,70)간에 도통채널을 형성하기 위한 반도체층들(74,76)을 더 구비한다.

이러한 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)는 제k 및 제k+1 게이트라인(GLk,GLk+1)으로부터의 게이트신호에 응답하

여 제i 번째 데이터라인(DLi)으로부터의 데이터신호를 선택적으로 화소전극(44,54)에 공급한다.

화소전극(44,54)은 제i 번째 데이터라인(DLi)과 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)에 의해 분할된 셀 영역

에 위치하며 광투과율이 높은 투명전도성물질로 이루어진다. 화소전극(44,54)은 하부기판(51) 전면에 도포되는 보호

층(78) 상에 형성되며, 보호층(78)을 관통하는 제2 및 제3 접촉홀(52b,52c)을 통해 드레인전극(60,70)과 전기적으로

접속된다. 이러한 제1 및 제2 화소전극(44,54)은 제1 내지 제3 TFT(T1 내지 T3)를 경유하여 공급되는 데이터신호

에 의해 상부기판(도시하지 않음)에 형성되는 공통 투명전극(도시하지 않음)과 전위차를 발생시키게 된다. 이 전위차

에 의해 하부기판(51)과 상부기판(도시하지 않음) 사이에 위치하는 액정은 유전율이방성에 기인하여 회전하게 된다. 

이렇게 회전되는 액정에 의해 광원으로부터 화소전극(44,54)을 경유하여 입사되는 광을 상부기판쪽으로 투과시키게 

된다.

스토리지캐패시터(SC)는 제k 및 제k+1 번째 게이트라인(GLk,GLk+1)과 접속된 액정셀에 충전된 화소전압의 변동

을 억제하는 역할을 하게 된다. 이러한 스토리지캐패시터(SC)는 제1 및 제2 화소전극(44,54)과 적어도 한 층의 절연

막을 사이에 두 과 화소전극(44,54)과 중첩되게 형성되는 이전단 게이트라인으로 이루어진다.

본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널의 데이터라인(DLi)에는 적어도 하나의 꺽음부(90)가 형성된다. 꺽음부(

90)는 도 7에 도시된 바와 같이 사선형태로 꺽여 형성되거나 도 8에 도시된 바와 같이 U자형태로 꺽여 형성된다. 이

러한 꺽음부(90)는 데이터라인(DLi)을 기준으로 좌우로 위치하는 제1 및 제2 화소전극(44,54)의 개구율을 맞추기 위

해 형성된다. 이를 상세히 설명하면, 제1 화소전극(44)은 데이터라인(DLi)의 꺽음부(90)를 향해 볼록부(92)를 갖으며

, 제2 화소전극(54)은 데이터라인(DLi)의 꺽음부(90)를 향해 오목부(94)를 갖도록 형성된다. 이러한 꺽음부(90)에 의

해 상대적으로 개구율이 낮은 제1 화소전극(44)의 면적이 종래보다 상대적으로 늘어나 개구율이 높아진 반면에 상대

적으로 개구율이 높은 제2 화소전극(54)의 면적이 종래보다 상대적으로 줄어들어 개구율이 낮아진다. 이에 따라, 꺽

음부(90)를 갖는 데이터라인(DLi)을 기준으로 좌우에 위치하는 제1 및 제2 화소전극(44,54)의 개구율이 동일해진다.

이러한 본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널의 구동방법을 도 10을 결부하여 상세히 설명하기로 한다.

본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정표시패널에는 도 7에 도시된 바와 같이 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 제1 

게이트신호(SP1)를 공급함과 아울러 제k 번째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호(SP2)를 공급한다. 여기서, 제2 게

이트신호(SP2)의 폭이 제1 게이트신호(SP1)의 폭 보다 넓게 설정되기 때문에 제1 기간(TA1)동안 제1 게이트신호(S

P1) 및 제2 게이트신호(SP2)가 동시에 인가되고, 제1 기간(TA)에 이은 제2 기간(TB)동안 제 2게이트신호(SP2) 만

이 인가된다.

제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 제1 게이트신호(SP1)가 인가되고, 제k 번째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호

(SP2)가 인가되는 제1 기간(TA1)동안 제1 및 제2 TFT(TFT1,TFT2)가 턴온되어 제1 비디오신호는 제1 화소전극(4

4)에 공급된다.

이를 상세히 설명하면, 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 공급되는 제1 게이트신호(SP1)는 제k 번째 게이트라인(G

Lk)에 접속된 제1 TFT(T1)의 소스전극(50)에 공급된다. 이 때, 제k 번째 게이트라인(GLk)에 공급된 게이트신호에 

의해 제1 TFT(T1)가 턴온됨으로써 제1 TFT(T1)의 소스전극(50)에 공급된 제1 게이트신호(SP1)는 제2 TFT(T2)

의 게이트전극(56)으로 공급되어 제2 TFT(T2)를 턴온시킨다. 제2 TFT(T2)가 턴온되면 데이터라인(DLi)으로 공급
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되는 제1 비디오신호(DA)는 제1 화소전극(44)으로 공급된다. 즉, 제k+1 번째 게이트라인(GLk+1)에 제1 게이트신

호(SP1)가 인가되고, 제k 번째 게이트라인(GLk)에 제2 게이트신호(SP2)가 인가되는 제1 기간(TA1)동안 제k 번째 

게이트라인(GLk)과 접속된 제1 화소전극(44)에 제1 비디오신호(DA)가 공급된다.

이어서, 제2 기간(TB)에는 제k 번째 게이트라인(GLk)에 접속된 제3 TFT(T3)가 턴온된다. 제3 TFT(T3)가 턴온되

면 제2 기간(TB)동안 데이터라인(DLi)으로 공급되는 제2 비디오신호(DB)는 제2 화소전극(54)에 공급된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시패널에서는 데이터라인을 기준으 로 좌/우로 인접되게 위치하는 제1 및 

제2 화소전극의 개구율이 다를 경우, 데이터라인을 굴곡지게 형성하여 개구율이 다른 제1 및 제2 화소전극의 개구율

을 조정하게 된다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능

함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아

니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
굴곡진 신호라인과,

상기 신호라인들과 인접하여 그 신호라인을 따라 굴곡지게 형성되어 서로 다른 개구면적을 보상하는 제1 및 제2 화소

전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 신호라인은 상기 제1 및 제2 화소전극에 비디오신호를 공급하기 위한 데이터라인인 것을 특징으로 하는 액정표

시패널.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 제1 화소전극은 상기 데이터라인을 기준으로 일측에 형성되며,

상기 제2 화소전극은 상기 데이터라인을 기준으로 다른 일측에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 데이터라인들과 교차되는 방향으로 형성되는 게이트라인들과,

상기 데이터라인으로 공급되는 비디오신호를 상기 제1 화소전극으로 공급하기 위한 제1 스위칭부와,

상기 데이터라인으로 공급되는 비디오신호를 상기 제2 화소전극으로 공급하기 위한 제2 스위칭부를 추가로 구비하는

것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 5.
제 4 항에 있어서,

상기 제1 스위칭부는

제k(k는 자연수) 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인에 접속되는 소스전극을 갖는 제1 박막

트랜지스터와,
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제k+1 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 제1 박막트랜지스터의 드레인전극과 접속되는 소스전극과, 

상기 제1 화소전극과 접속되는 드레인전극을 갖는 제2 박막트랜스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 6.
제 5 항에 있어서,

상기 제2 스위칭부는

상기 제k 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인에 접속되는 소스전극과, 상기 제2 화소전극과 

접속되는 드레인전극을 갖는 제3 박막트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 7.
제 5 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 화소전극과, 그 제1 및 제2 화소전극과 적어도 한 층의 절연막을 사이에 두고 상기 제1 및 제2 화소

전극을 가로질러 형성되는 스토리지라인 을 포함하는 스토리지캐패시터를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 액정

표시패널.

청구항 8.
제 4 항에 있어서,

상기 제1 스위칭부는

제k(k는 자연수) 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 제k+1 번째 게이트라인과 접속되는 소스전극과, 

소스전극과 채널을 사이에 두고 마주보는 드레인전극을 갖는 제1 박막트랜지스터와,

상기 제1 박막트랜지스터의 드레인전극과 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인과 접속되는 소스전극과, 상기 제

1 화소전극과 접속되는 드레인전극을 갖는 제2 박막트랜스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 9.
제 8 항에 있어서,

상기 제2 스위칭부는

상기 제k 번째 게이트라인에 접속되는 게이트전극과, 상기 데이터라인에 접속되는 소스전극과, 상기 제2 화소전극과 

접속되는 드레인전극을 갖는 제3 박막트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 10.
제 9 항에 있어서,

상기 게이트라인과, 그 게이트라인과 중첩되게 위치하는 제1 및 제2 화소전 극을 포함하는 스토리지캐패시터를 추가

로 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 11.
제 4 항에 있어서,

상기 굴곡진 신호라인은 적어도 하나의 굴곡부를 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 12.
제 11 항에 있어서,

상기 제1 화소전극은 상기 굴곡진 신호라인을 따라 볼록한 형상으로 형성되며, 상기 제2 화소전극은 상기 굴곡진 신

호라인을 따라 오목한 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.
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专利名称(译) 液晶显示面板

公开(公告)号 KR1020040061201A 公开(公告)日 2004-07-07

申请号 KR1020020087004 申请日 2002-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 PARK KWANGSOON
박광순
SHIN SEUNGCHAN
신승찬

发明人 박광순
신승찬

IPC分类号 G02F1/1343

代理人(译) 金勇
年轻的小公园

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示面板技术领域本发明涉及一种液晶显示面板，其能够在不降低
孔径比的情况下均衡左右相邻的不对称像素电极的开口率。 根据本发明
的液晶显示板的特征在于它具有弯曲的信号线和第一和第二像素电极，
它们与信号线相邻形成并沿信号线弯曲以补偿不同的开口区域的。 4

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/80cafcc2-8d4a-4db9-a853-8fb54ef9e43b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037352762/publication/KR20040061201A?q=KR20040061201A

